
B315D,E,K-.B325D,E,K.B360D,E,K - = 
B380D, E, K 

Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-Transi- 
storen ohne und mit Kühlkörper. 

Bauform 4 (D-Typen) 

20 (E-Typen) 
21 (K-Typen) 
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(@) 
Innere Schaltung und Anschlußbelegung 

8 315 D, 8 325 0, 8 30 D, B3ISE,K; 
8200 B OE K; 

1 Kollektor T1 1 Kollektor T 1 
2 Basls T1 2 Basls T1 
3 Emitter T1 3 Emitter T1 
4 Substrot 4 Emitter T2 
5 Emitter T 2 5 Bails T2 
$ Baslı 12 ® $ Kollektor T 2 
7 Kollektor T 2 7 Kollektor T 3 
® Kollektor T3 8 Basis T3 
9 Basis T3 9 Emitter T3 (Substrat) 

10 Emittor T3 10 Emitter T4 
1 drei 11 Bosis T& 
12 Emlitter T 4 12 Kollektor T 4& 
13 Baslı T4 
14 Kollektor T4 



Gronzwerte, gültig ür den Betriebstemperoturbereich 
8315 B325 830 830 
max. mox, mox. max. 

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo s 2 ® wV 
Kollektor-Basis-Spannung Veso 2 %» ® Ww0V 
Emitter-Basis-Spannung‘ [ s v 
Kollektorstrom Ic 5 A 
Impulsspitzenstrom Ic 0 A 
Gesomtverlustleistung Pron (3.D) ” w 

'IM (3.0 1 w 

Pra 350 40 w 
Beotriebstemperaturbereich d =28. . 485 < 
Sperrschichttemperotur Oymon 150 < 

Gesamtwörmewiderstand Rıkjo (3.0) s KW 
Rk (3.0) s KW 
Bıhjo (3.10 » KW 

Stotische Konnwerte  (3, > 25°C — 5K): 
min. max. 

Oleichstromverstärkung‘) 
UCe= 3Vı IC %mA Mar TD 

2 n 
% 140 
n 20 
2 o 

'co 100 mA 

Ucg= 00V B30D,E K 
B30D,E.K 

Kollekter-Emitter- 
|c-'nfl |:'= 10 mA UCE,or V 

[O405 0 vmr män 83158352 83608380 
IC mA Uar)ctO 15 20 6 ® v 



8315 8325 8360 B380 
min, min. min, min, mox. 

Kollaktor-Basls- 
WC m 100BA 9 U(an)cso 2 2 % 100 

Sieithait der Transistoren fransiste 
Srtereinander‘) 
Ucg= 3 V, Ic= SOM 08 125 

Dymamische Konnwerte (3 = 25°C — 5K) 
min, max, 

Obergangsfrequenz 
UCE = 10V, Ic= 10 mA %T C Mı 
1 15 MHz 

7835D, EK — Vorzus 
8 325 D, E K Z Vorzugsgruppe d i 
B 30 D. E K - Vorzugsgruppe 
8 360 D; E, K nur Oruppe b-8; Vorzugsgruppe © 

7 nicht 1ür B 380 D, E, K 


